
１．はじめに 
発⾜ 15 年⽬を迎える当専⾨委員会は，超精密固定砥

粒加⼯技術の発展に貢献することを⽬的として設⽴され
た．すなわち，その技術に関する加⼯装置，砥⽯，⼯
具，加⼯プロセスおよび加⼯⾯の評価技術に関して建設
的な提案を⾏うと共に，問題点，課題，さらには，その
適⽤分野等についても討論を⾏いながら，委員会活動を
活発に推進している．全ての運営委員は，情熱を持ち，
委員会の運営を実直に遂⾏している． 
 今回は，SiC，GaN，ダイヤモンドといった次世代の
光・パワー半導体⽤材料として注⽬されているワイドバ
ンドギャップ材料の材料開発の最新動向や最新のウェハ
加⼯技術について各専⾨家の⽅々に講演いただいた．そ
の後，産総研 ⻄事業所内の先進パワエレ関連施設（結晶
成⻑・ウェハ加⼯・デバイス）の⾒学を⾏った．  
 
２．研究会概要 
２．１ 開催概要 本研究会は 10 ⽉ 4 ⽇（⾦）13 時よ
り，産業技術総合研究所つくば⻄事業所の TIA 連携棟１階
TIA-nano ホールにて開催された．講演会参加者は 96 名，
⾒学会は定員丁度の 90 名という盛況となった．技術交流
会にも 60 名という多数の参加を頂き，講師を囲んでの和
やかな交流や，本⽇のテーマに関する活発な議論がなされ
ていた． 
２．２ 研究会次第 

研究会のプログラムを以下に⽰す．  
講演１︓ 「ＳｉＣウェハ加⼯の最前線 ― ⽣産プロセス

の全⽅位での最適化 ―」 
株式会社デンソー ⻑屋 正武 ⽒ 

講演２︓ 「ＧａＮ基板の加⼯技術」 
⻑岡技術科学⼤学  曾⽥ 英雄 ⽒ 

講演３︓ 「産業利⽤を指向したダイヤモンド作製技術の 
最新動向」 

産業技術総合研究所  ⼭⽥ 英明 ⽒ 
 

⾒学概要説明   産業技術総合研究所  加藤 智久 ⽒ 
 

３．講演内容の概要 
３．１ 講演１ 

初めに，⻑屋正武⽒より，単結晶 SiC 材料の⽣産プロセ

ス全般における最新技術動向を解説頂くとともに，特にウ
エハ加⼯の量産化技術に関して現状の課題とその対策に
ついて解説頂いた． 
３．２ 講演２ 

続いて，曾⽥英雄⽒より，GaN 基板について，現在の量
産加⼯プロセスを解説頂くとともに，加⼯表⾯の分析技
術・評価技術について詳細に解説して頂いた．  

３．３ 講演３ 
最後に，⼭⽥英明⽒より，ダイヤモンド業界の全体像の

紹介からパワー半導体としてのダイヤモンド基板の可能
性 ・現状の課題などを解説いただき，更に，⼤型化のため
の合成技術および基板加⼯における現状の課題や対策に
ついて詳しく解説して頂いた．  

 
４．おわりに 

ご講演頂いた講師の皆様に厚く御礼を申し上げます． 
次回は，12 ⽉ 13 ⽇ （⾦）13 時より，横浜国⽴⼤学環

境情報 1 号棟 515 室において，「摩擦の物理と技術応⽤ 
〜静から動への繊維プロセスとシステムの安定性〜」の

テーマで，研究会を開催する予定である． 
 
企画担当運営委員 ︓河⽥研治 （産業技術総合研究所），伊

東利洋 （ラップマスターウォルターズジャパン），熊倉賢⼀
（クマクラ） 
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次世代パワーエレクトロニクス用基板の 

先進加工技術最前線（ ） 
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図１ 第 87 回講演会の様⼦ 


